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Abstract of EP0341156 

Device (1 ) for, simply by contact, supporting and 
holding a piece in position and bringing the latter 
to a desired negative or positive temperature, the 
piece being held through a pressure reduction 
effect, comprising: a heat-conducting plate (2) 
with an upper face (7) possessing at least one 
groove (8) communicating with a duct (9, 10) for 
connecting with a source of gas under reduced 
pressure, parallel enclosures (15) provided in the 
plate (2) and traversed by heat-adjusting fluid 
streams at the abovementioned desired positive 
or negative temperature; and a peripheral 
chamber (16) surrounding the plate (2) and 
containing a dry pressurised gas distributed by 
output means (18) spread around the periphery 
and pointing towards the centre of the plate so 
that the dry gas is directed above the surface of 
the plate and over the piece supported by the 
plate so as to prevent the formation of 
condensation and ice at low temperatures. 



FIG. 2. 
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© Dispoaltlf de support et de regulation thermlque d'une piece et apparelllage de test de 
semi-conducteurs incluant un tel disposltH. 

(g) Dispositif (1) pour, par simple contact, supporter et 
maintenir en position une piece et porter celle-ci a une 
temperature souhaitee negative ou positive, le maintien de la 
piece s'effectuant par effet de depression, comprenant : un 
plateau (2) thermiquement conducteur avec une face super- 
ieure (7) possddant au moins une gorge (8) en communication 
avec un conduit (9. 10) de raccordement avec une source de 
gaz en depression, des enceintes paralleles (15) prevues dans 
ie plateau (2) et traversees par des flux de fluide de reglage 
thermique a la susdite temp6rature souhait6e positive ou 
n6gative ; et une chambre p6ripherique (16) entourant le 
plateau (2) et contenant un gaz sec sous pression distribue par 
des moyens de sortie (18) repartis peripheriquement et 
orientes vers le centre du plateau de maniere que le gaz sec 
soit dirige au-dessus de la surface du plateau et sur la piece 
supportee par celui-ci afin d'empecher la formation de 
condensation et de givre pour des temperatures basses. 



plaques de circuits 

FIG. 2. 
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Description 

Disposftif de support et de regulation thermique d 

semi-con duct eurs 

La presente invention concerne un dispositif pour, 
par simple contact, supporter et maintenir une piece 
en position et porter celle-ci a une temperature 
souhaitee, negative ou positive. L'invention 
concerne aussi un appareillage de test de plaques 
de circuits semi-conducteurs qui inclut un tel 
dispositif. 

Les pastilles ou puces de circuits semi-conduc- 
teurs. notamment de circuits integres, sont obte- 
nues par decoupe d'une plaque primaire (ou 
'wafer") sur laquelle sont formes simultanement une 
grande quantite de circuits identiques. Etant donne 
les dimensions tres reduites des puces et les 
difficultes de manipulation qui en resultent, il est 
apparu plus avantageux de tester ies puces non pas 
sous forme individuelle apres decoupe, mais direc- 
tement sur la plaque (ou "wafer") elle-meme ; un 
systeme de reperage permet d'identifier chaque 
puce de ia plaque et les puces revelees defec- 
tueuses (hors normes) par le test sont eliminees 
apres decoupe de la plaque. 

Ce processus est avantageux car il permet 
lelimination des puces defectueuses des leur 
fabrication et avant les operations ulterieures (no- 
tamment leur encapsulage), d'ou une economie 
sensible dans la fabrication. En outre, ce processus 
permet d'envisager un controle systematique et 
automatique de toutes les puces fabriquees, d'ou un 
gros avantage pour I'utilisateur qui est pratiquement 
assure de n'acheter que des composants en etat de 
fonctionnement, alors que jusqu'a present aucun 
controle systematique n'etait effectue et que, si un 
controle prealable etait souhaite. il etait realise 
manuellement avec une augmentation considerable 
du cout des composants selection nes. 

Toutefois, le contrdle systematique tel qu'il peut 
etre pratique actuellement presente quelques incon- 
venients en raison des insuffisances du materiel 
utilise. 

Le brevet U.S. 4 491 173 montre un dispositif du 
genre concerne par I' in vent ion adapte pour le 
support de plaques de circuits semi-conducteurs. 

Un premier inconvenient de ce dispositif connu 
reside dans les moyens de maintien de la plaque a 
circuits semi-conducteurs sur le plateau du disposi- 
tif. Si les moyens a depression d'air semblent bien 
appropries (des moyens mecaniques de saisie et de 
biocage de la plaque endommageraient celle-ci en 
raison de son extreme fragiiite), par contre le plateau 
superieur muni d'une pluralite de trous (type 
passoire) impose une limitation dans ies dimensions 
des plaques a tester qui doivent obligatoirement etre 
de suffisamment grandes dimensions pour recouvrir 
et obturer Tensemble des trous ; en pratique ce type 
de dispositif est limite a une seule dimension de 
plaque. Du fait que les plaques sont en realite 
produites avec des formats fort divers variant du 
simple au double (par exemple avec des diametres 
d'environ 75 mm a 150 mm), il serait necessaire de 
disposer de plusieurs dispositifs ayant chacun un 



'une piece et appareillage de test de plaques de circuits 
incluant un tel dispositif. 

diametre (ou une dimension) de plateau adapte a un 
5 type de plaque particulier, ce qui accroltrait conside- 
rablement le coOt de I installation et reduirait sa 
souplesse d* utilisation. 

Par ailleurs, le dispositif connu de par ce brevet 
americain est equipe de bobines de chauffage 
10 permettant de chauffer le plateau et, par conduction, 
la plaque a circuits integres jusqu'a une temperature 
preselectionnee de maniere a permettre le test des 
puces dans le domaine des hautes temperatures. 
Toutefois, cet agencement presente un premier 

75 inconvenient fondamental qui est de limiter I'excur- 
ston thermique aux plages chaudes, sans possibi- 
lity d'explorer les plages froides, alors que les 
normes de fonctionnement des composants semi- 
conducteurs prevoient leur emploi a basses tempe- 

20 ratures (par exemple jusqu'a -55° C, voire -65° C) et 
qu'il est connu que les defectuosites d'une puce 
peuvent n'apparaitre que dans une plage thermique 
determinee. Un second Inconvenient fondamental 
de cet agencement connu reside dans la presence 

25 des bobines electriques de chauffage dont le 
courant d 'alimentation perturbe par son rayonne- 
ment le fonctionnement des puces qui sont parcou- 
rues par des courants tres faibles et rend les tests 
inefficaces. 

30 L'invention a done essentiellement pour but de 
remedier aux Inconvenlents ci-dessus exposes et de 
proposer des moyens perfectionnes qui donnent 
mieux satisfaction aux diverses exigences de ia 
technique, et en particulier de proposer un dispositif 

35 de maintien de pieces sans contact qui accepte des 
pieces de formats divers, qui soit agence pour 
pouvoir porter les pieces aussi bien a des temp6ra- 
tures positives que negatives, qui soit structurelle- 
ment agence pour ne pas perturber le fonctionne- 

40 ment d'appareils avoisinants, qui soit de conception 
et de structure simples et aussi peu couteuses que 
possible, et par ailleurs de proposer un appareillage 
de test de plaques de circuits semi-conducteurs qui 
permette un test automatique complet et fiable des 

45 puces semi-conductrices. 

A ces fins, un premier aspect de l'invention porte 
sur un dispositif pour, par simple contact, supporter 
et maintenir en position une piece et porter celle-ci 
a une temperature souhaitee negative ou positive, le 

50 maintien de la piece s'effectuant par effet de 
depression qui, selon l'invention, se caracterise 
essentiellement en ce qu'il comprend : 

- un plateau en un materiau thermiquement bon 
conducteur, et presentant une face superieure apte 

55 a recevoir la piece precitee, cette face posse dant au 
moins une gorge en communication avec un conduit 
de raccordement avec une source de gaz en 
depression, 

- un ensemble d'enceintes prevues dans le plateau 
60 et approximativement paralleles les unes aux autres, 

ces enceintes etant agencees pour etre traversees 
respectivement par des flux de fluide de reglage 
thermique a la susdite temperature souhaitee posi- 
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tive ou negative et etant en communication avec des 
conduits d'arrivee et de sortie de fluide raccordes a 
une source de fluide de regiage thermique, 
- et une chambre peripherique entourant le plateau 
et contenant un gaz sec sous pression, ladite 
chambre peripherique comportant un conduit de 
raccordement a une source d'air sec sous pression 
et des moyens de passages de sortie repartis sur le 
pourtour du plateau, debouchant au niveau du 
plateau et orientes vers le centre du plateau de 
maniere que le gaz sec soit dirige au-dessus de la 
surface du plateau et sur la piece supportee par 
celui-ci afin d'empecher la formation de condensa- 
tion et de givre pour des temperatures basses. 

Avantageusement, les enceintes sont fermees sur 
elles-memes, concentriques et alimentees en paral- 
leies. Dans ce cas, on peut prevoir que des conduits 
d'arrivee et de sortie du fluide de regiage thermique 
s'etendent sous les enceintes et communiquent par 
des passages respectifs avec lesdites enceintes. 
Pour favoriser I'obtention rapide d'un equilibre 
thermique, il est interessant que les conduits 
d'arrivee et de sortie de fluide soient raccordes aux 
enceintes de maniere telle que ce fluide circule dans 
des sens opposes dans deux enceintes contigues. 
On peut aussi faire en sorte que les enceintes 
possedent des sections transversales dlfferentes et 
croissantes en fonction de leur eloignement du 
centre du plateau. 

Pour ameliorer la conduction thermique entre le 
dispositif et la piece qu'il supporte et pour que 
celle-ci soit amenee rapidement et de facon homo- 
gene a la temperature souhaitee, et aussi lorsque les 
pieces supportees par le dispositif doivent etre 
raccordees electriquement a des organes exterieurs 
et que la surface des pieces en contact avec le 
dispositif est elle-meme a la masse electrique, il est 
souhaitable que le plateau soit en un materiau 
electriquement bon conducteur et soit raccorde a 
une masse electrique ; en particulier, il est avanta- 
geux que ie plateau soit en cuivre massif, en un 
alliage de cuivre ou en aluminium ; pour evlter une 
oxydation de la surface du plateau et conserver un 
bon contact de transfert thermique et electrique 
avec la piece, on peut prevoir que la face superieure 
du plateau soit munie d'un revetement en or. Dans le 
cas particulier du test des puces d'une plaque a 
circuits semi-conducteurs, on est ainsi assure que 
toutes les puces possedent la meme masse et on 
elimine les eventuels problemes dus a relectricite 
statique (qui pourrait eventuellement endommager 
ou detruire les puces). 

Pour que le dispositif soit adapte a accepter des 
pieces de differentes dimensions, il est souhaitable 
de prevoir que la face superieure du plateau soit 
munie de plusieurs gorges s'etendant respective- 
ment selon des contours fermes ou presque fermes 
et raccordees independamment les unes des autres 
a une source de fluide. 

Au moins pour des applications particulieres, la 
fabrication du dispositif se trouve simplifiee si le 
plateau est de forme generate ronde, si les gorges 
s'etendent selon des contours circulaires fermes ou 
presque fermes sensiblement concentriques et si 
les enceintes sont annulaires et concentriques. 



La mise en place du dispositif au sein d'un 
appareiilage peut se trouver grandement simplifiee 
si les divers conduits precites sont creuses au sein 
du plateau et sont regroupes au voisinage les uns 
5 des autres. 

Dans un mode de realisation prefere, ie dispositif 
comprend aussi un carter en forme de cuvette 
supportant le plateau ; des moyens de support et de 
positionnement en un materiau electriquement et 

10 thermiquement isolant (tel que des cales isolantes et 
une matiere de rempiissage injectee) sont inter- 
poses entre le carter et le plateau de maniere qu'il 
n'y ait pas de contact entre le carter et le plateau ; et 
la chambre peripherique de distribution du gaz sec 

15 sous pression est alors supportee par le carter. 

En outre, le dispositif peut avantageusement 
comporter un couvercle annulaire evide centrale- 
ment qui coiffe le plateau et qui est configure pour 
contribuer a diriger le gaz sec vers la surface 

20 superieure du plateau. 

Lorsqu'un positionnement precis du dispositif par 
rapport a d'autres organes est souhaite (par exem- 
ple pour obtenir un positionnement correct d'une 
plaque a circuits semi-conducteurs sous une tete 

25 porte-contacts dans un appareiilage de test), on 
peut prevoir que la face inferieure du carter soit 
rectlflee de maniere qu'elle pulsse constituer une 
reference de positionnement vertical de la surface 
superieure du plateau. 

30 Enfin, toujours dans le but d'eviter un depot 
d'humidite sur la piece supportee par le dispositif et 
le givrage de cette piece, il est souhaitable de 
prevoir, en au moins une zone de la peripheric du 
dispositif, un echangeur thermique parcouru par un 

35 fluide froid ou chaud et constituant un capteur de 
I'humidite contenue dans ('atmosphere avoisinant le 
plateau. 

Le dispositif qui vient d'etre decrit peut trouver 
une application dans de nombreux domaines.Toute- 

40 fois, conformement a un second aspect de I'inven- 
tion, une application particulierement interessante 
reside dans la realisation d'un appareiilage de test 
de plaques de circuits semi-conducteurs qui est 
equipe d'un tel dispositif. 

45 Dans un mode de realisation prefere, la t£te 
porte-contacts de r appareiilage de test, qui doit etre 
mise au contact de chaque puce de la plaque et 
etablir avec celle-ci des contacts electriques appro- 
pries pour le test, est fixe et le dispositif de 

50 I'invention est alors monte a pivotement autour d'un 
axe central et est en outre deplacable selon trois 
axes de deplacement mutuellement orthogonaux, 
de maniere que chaque puce de la plaque puisse 
etre amenee dans une position predeterminee 

55 precise sous la tete porte-contacts. 

Un appareiilage conforme a I'invention est 
agence pour permettre le fonctionnement appro- 
prie du dispositif precite et comporte notamment, 
dans ce but, une unite de fourniture de fluide de 

60 regiage de temperature porte a une temperature 
souhaitee, cette unite comportant un bloc de 
refrigeration de fluide abaissant la temperature du 
fluide a la temperature minimale de fonctionnement 
de I'appareitlage, puis un bloc de rechauffement de 

65 fluide agence pour rechauffer le fluide Jusqu'a une 
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temperature preselectionnable. Pour que I'appareil 
permette un test fiable et utile, il doit permettre de 
tester les puces dans des conditions extremes de 
temperatures : il est souhaitable que la temperature 
de test soit selectionnable entre -65°C et +210°C. 

En outre, I'appareillage comporte avantageuse- 
ment une unite de fourniture d'un gaz sec incluant 
un bloc de sechage de gaz qui peut eventuellement 
etre suivi d'un bloc d'ionisation du gaz see, ce gaz 
sec etant destine a etre souffle sur la plaque a 
circuits semi-conducteurs pour 6viter la formation 
de condensation et de givre sur cette plaque lors 
des essais sous temperature negative ; I'ionisation 
eventuelle de ce gaz sec permet d'eviter la formation 
d'electricite statique qui perturberait les mesures, et 
risquerait meme d'endommager, voir detruire les 
puces. 

II est egalement avantageux que le fluide de 
reglage de temperature soit un gaz qui est ie meme 
que Ie gaz sec de degivrage et qu'avant de parvenir 
au bloc de refrigeration, le gaz traverse le bloc de 
sechage. 

[.'invention sera mieux comprise a !a lecture de la 
description detailiee qui suit de modes de realisation 
preferes donnas uniquement a titre illustratif. Dans 
cette description, on se refere aux dessins annex6s 
suriesquels: 

- la fig. 1 est une vue simplifi6e en perspective 
d'un dispositif conforme a I'invention ; 

- la fig. 2 est une vue en coupe diametrale 
selon la iigne f Ml de la fig. 1 ; 

- la fig. 3 est une vue en coupe selon ia Iigne 
Ill-Ill du plateau du dispositif de la figure 2 ; 

- la fig. 4 est une vue de dessus du corps du 
dispositif des fig. 1 et 2 ; et 

- la fig. 5 est une vue schematique d'un 
appareillage de test de plaques a circuits 
semi-conducteurs incorporant un dispositif 
conforme aux fig. 1 a 4. 

Le dispositif qui va maintenant etre d6crit de facon 
detaillee est essentielfement destine a supporter 
des plaques primaires (ou "wafers") en materiau 
semi-conducteur (silicium) et contenant une plura- 
lity de circuits integr6s afin que ceux-ci puissent, 
avant decoupage des circuits individuels, subir des 
tests de fonctionnement dans des conditions de 
temperatures variables (comme ceia sera decrit plus 
particuli^rement plus loin, en reference a la fig. 5). 
Mais il est entendu que le dispositif de I'invention 
n est pas limits a cette seule application. 

En se reportant tout d'abord essentiellement aux 
figures 1 et 2, le dispositif de I'invention, designe 
dans son ensemble par la reference 1 , comporte un 
plateau circulaire 2 constitue en un materiau thermi- 
quement et electriquement tres bon conducteur. Par 
exemple, le plateau est en cuivre, en un alliage de 
cuivre ou en aluminium, massif et usine dans la 
masse. 

Le plateau 2 est supporte, par Pintermediaire de 
cales (non visibles sur les dessins) -constitutes en 
un materiau thermiquement et electriquement iso- 
lant- de faible section de contact, dans un carter 3 
metallique (par exemple en aluminium ou un alliage 
de ce m6tal). Le carter 3 presente la forme generate 
d'une cuve cylindrique de revolution et possede un 



axe de support 4, situe en position axiale sous son 
fond. Le plateau 2 est egalement coaxial a cet axe 4. 
Le plateau 2 et le carter 3 n'ont aucun point de 
contact et I'espace lib re entre eux est rempli par 

5 injection d'un materiau tsolant thermiquement et 
electriquement 5, tel qu'une mousse polyurethane 
ou une mousse silicone. 

Le positionnement du plateau 2 dans ie carter est 
effectue de maniere telle et avec une precision telle 

10 que la face infeiieure 6 du carter et la face 
superieure 7 du plateau soient mutuellement paral- 
lels. La face inferieure 6 du carter peut alors etre 
rectifiee pour servir de face de reference de 
positionnement vertical de la piece supportee par le 

15 plateau 2 (par exemple dans le cas de I'appareillage 
de la fig. 5). 

Toujours pour ce qui conceme le plateau 2, on 
notera qu'il presente sur saface inferieure une partie 
2a, sail I ant vers le bas et s'etendant sensiblement 

20 diametralement, dans laquelle sont creuses diffe- 
rents conduits de liaison dont il sera question plus 
loin. A leurs extremites respectives ces conduits 
sont connectes a des raccords de liaison qui 
traversent la paroi laterale du carter 3 et qui 

25 apparaissent a Pexterleur de celle-ci comme visible 
sur la fig. 1. Pour simplifier, ces raccords sont 
designes par les memes references numeriques que 
les conduits proprement dits. 

La face superieure 7 du plateau peut etre revetue 

30 d'or pour empecher I'oxydation du cuivre et arnelio- 
rer la conduction thermique et electrique. Au moins 
pour certaines applications, le plateau 2 est rac- 
cords Electriquement a un potentiel electrique 
approprie, en particulier a la masse Electrique. 

35 Dans la surface superieure 7 du plateau 2 sont 
creusees plusieurs gorges 8 circulaires ou quasi-cir- 
culaires, concentriques ; ces gorges sont raccor- 
dees par des troncons de gorges radiales ou 
sensiblement radiales a des conduits verticaux 9 

40 situes vers le centre et traversant le plateau 2 et se 
raccordant a des conduits respectifs horizontaux 10, 
paralleles et situes a proximity I'un de i*autre, 
s'etendant pratiquement radialement et debouchant 
sur la face laterale cylindrique du carter 3. Les 

45 conduits 10 sont destines a §tre raccordes a une 
source d'air sous une pression inf6rieure a la 
pression atmospherique de telle maniere qu'une 
piece a traiter, reposant par une de ses faces planes 
sur la surface 7 du plateau 6, recouvre entierement 

50 au moins la gorge 8 centrale et soit maintenue 
plaquee sur la surface 7 en ralson de la depression 
regnant dans cette gorge. Les differentes gorges 
circulaires 8 sont raccordees a des conduits 
d'alimentation 10 distincts et commandables de 

55 fapon independante de maniere que chaque gorge 8 
puisse §tre utilis€e seule, independamment des 
autres gorges. II est ainsi possible de positionner et 
de maintenir en place des pieces de dimensions 
diverses (par exemple des plaques semi-conduc- 

60 trices de diametres compris entre 75 et 1 50 mm) . 

Pour permettre la realisation de test dans des 
conditions de temperatures variables, aussi bien 
negatives que positives (par exemple entre -65° C et 
+ 210°C), il est prevu que Techange thermique 

65 approprie sort realise avec la piece a traiter par 
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conduction thermique directe entre le plateau 2 et ta 
piece. Pour obtenir une temperature homogene 
dans I'ensemble du plateau 2 de facon rapide, on 
prevoit d'utiliser un courant de fluide (de preference 
mais non obligatoirement, un gaz) a temperature 
appropriee en tant que vecteur thermique. Pour ce 
faire, il est done necessaire que le courant de gaz 
soit mis en circulation en restant en contact direct 
avec le materiau constitutif du plateau 2. A cet effet, 
le plateau 2 est agence de la maniere suivante. 

Deux conduits 11 de raccordement a une source 
de fluide a la temperature negative ou positive 
souhaitee sont prevus dans la partie 2a du plateau 2, 
sur toute la longueur de celle-ci, au voisinage des 
conduits 10 precites et parallelement a ceux-ci. En 
outre, dans la masse du plateau 2 et au-dessus des 
conduits 1 1 sont prevues plusieurs enceintes annu- 
laires 15 concentriques delimitees par des cloisons 

14 (voir aussi fig. 3). Les cloisons 14 ont un 
ecartement mutuel croissant depuis le centre vers la 
peripheric de maniere que les enceintes annulaires 

15 possedent des sections croissantes afin de 
compenser les partes de charge dans I'ecoulement 
du fluide de regulation thermique. Des passages 
verticaux 12 sont prevus entre les conduits 11 et les 
enceintes annulaires 15 de maniere a creer dans 
celles-ci une circulation de fluide. 

En outre, pour homogeneiser au mieux et au plus 
vite I'equilibre thermique du materiau constitutif du 
plateau 2, ii a ete trouve avantageux que les 
circulations du fluide dans deux enceintes annu- 
laires 15 contigues s'effectuent dans des sens 
opposes et a partir de points approximativement 
diametralement opposes. A cet effet, comme repre- 
sent a la fig. 4, le conduit d'amenee du fluide -par 
exemple conduit de gauche sur la fig. 4 (fleche 13a)- 
est raccorde aux enceintes annulaires successives 
par des passages 12 situes alternath/ement au plus 
loins et au plus pres de son embouchure ; de meme, 
le conduit d'evacuation du fluide -par exemple 
conduit de droite sur la fig. 4 (fleche 13b)- est 
raccorde aux enceintes annulaires successives par 
des passages 12 alternativement respectivement au 
plus pres et au plus loin de son embouchure. Ainsl, 
dans chaque enceinte, le fluide issu du conduit 11 
d'amenee se scinde en deux courants parcourant 
les deux demi-longueurs curvilignes de I'enceinte 
avant de s'echapper dans le conduit d'evacuation en 
un point approximativement diametralement op- 
pose au point d'injection. 

Pour que la fabrication du plateau 2 soit rendue 
possible de facon pratique, on peut prevolr qu'il soit 
constitue par deux pieces, savoir une portion 
superieure comprenant la semelle superieure (avec 
la surface superieure 7) munie de jupes annulaires 
concentriques destinees a former les cloisons 14 et 
une portion inferieure comprenant la semelle infe- 
rieure avec la partie salllante 2a precitee ; les 
portions superieure et inferieure sont ensuite solida- 
risees Tune a I'autre par soudure des chants des 
jupes de la portion superieure sur la face en regard 
de la semelle de la portion inferieure. 

Sur toute la peripherie du carter 3 s'etend une 
chambre annulaire 16 raccordee a un conduit 
d'amenee de gaz 17 situe au voisinage immediat des 



conduits 10 et 11 deja cites. La paroi radialement 
interne delimitant ces chambres annulaires 16 est 
percee d'une multiplicity de passages 18 re partis 
circonferentiellement, diriges radialement vers I'inte- 
5 rieur ou blen est munie d'une ouverture continue 18 
tournee vers I'interieur (comme represents sur les 
figures) ; ces passages ou ouvertures 18 sont 
legerement inclines vers le haut et debouchent 
sensiblement a hauteur de la surface superieure 7 

10 du plateau 2 ; cette surface peut du reste etre 
chanfreinee sur toute son pourtour pour ne pas 
gener le passage du gaz. 

Le gaz amene dans la chambre annulaire 16 est un 
gaz sous pression, tres sec, qui est projete, par les 

15 passages 18, sur la piece a traiter disposee sur le 
plateau 2, afin d'empecher sur cette piece la 
formation de condensation et le g'rvrage de celle-ci 
dans des conditions de temperatures negatives. 
De plus un capot 19, muni d'une ouverture 

20 centrale, peut etre fixe sur le carter 3 pour coiffer le 
plateau 2 et servir de deflecteur rabattant le gaz sec 
vers la piece situee sur la surface 7. 

II est encore possible d'ameliorer ('absence de 
condensation sur la piece en prevoyant.a proximite 

25 immediate, une zone tres froide (ou tres chaude). A 
cet effet, on prevoit, sur une portion circonferentielle 
de la paroi externe du carter 2, un echangeur 
thermique 20 par exemple constitue par un tube, en 
un materiau tres bon conducteur thermique dans 

30 lequel circule un fluide a tres basse (ou tres haute) 
temperature qui attire P humid ite de ('atmosphere 
environnante (voir fig. 2 et 4). 

Enfin, une sonde de temperature (non visible sur 
les figures) peut etre prevue immediatement sous la 

35 surface 7 du plateau 2, au centre de celui-ci, et les 
fils de cette sonde sont situes dans un conduit 21 
creuse dans le plateau 2 au voisinage des conduits 
10 precites et parallelement a ceux-ci (voir notam- 
ment fig. 2 et 4). 

40 La figure 5 montre un exemple de mise en oeuvre 
du dispositif 1 conforme a I'invention dans une 
machine ou appareillage destinee au test de circuits 
semi-conducteurs 22 presents dans des plaques 
seml-conductrices ("wafers") 23. Le dispositif 1 est 

45 supporte, par son axe 4, par une table 24 par rapport 
a laquelle il peut pi voter autour de I'axe 4 et etre 
deplace lineairement selon trois directions mutuelle- 
ment orthogonales. De la sorte, chaque puce de 
circuit semi-conducteur 22 peut etre amenee dans 

50 I'axe 26 d'une tete 25 supportant des contacts 27 
d'un appareil de test ; cette tete 25 est supportee de 
facon fixe par un support 28 solidaire de la table 24. 

Du fait des dimensions tres reduites des puces 22 
et des contacts 27 de la tete 25, il est necessaire que 

55 le positionnement du dispositif 1 sous la tete 25 soit 
d'une precision extreme et que, par consequent, 
aucune gene ne soit apportee aux mouvements du 
dispositif. Pour cette raison, les differents conduits 
10, 11, 17, 21 sont raccordes aux appareils exte- 

60 rieurs par des conduits de tres grande souplesse qui 
n'opposent pas de couple resistant notable au 
mouvement du dispositif 1. 

Les conduits 10. alimentant chacun une gorge a 
depression 8, sont raccordes par I'intermediaire 

65 d'organes de commande respectifs 29, a une pompe 
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a vide 30 fournissant de I'air sous une pression 
inferieure a la pression atmospherique. 

Les differents fluides utilises par ailleurs sont en 
principe de Pair comprirne sechG dans un secheur 
d'air 31, puis refroidit dans un refroidisseur 32 5 
jusqu'a la temperature minimale de fonctionnement 
de la machine (par exemple -65° C). Cet air est 
ensuite rechauffe dans un dispositif de chauffage 33, 
jusqu'a une temperature de fonctionnement reglable 
dans une plage souhaitee (par exemple -65° C a 10 
+ 210°C) sous Taction de moyens de commande 34 
a action manuelle qu automatique recevant en outre 
les informations en provenance de la sonde thermi- 
que 21 du dispositif 1. Cet air a ia temperature 
requise est ensuite applique a Tentree 11 du 15 
dispositif 1 ; la sortie 11 est de pr6ference raccordee 
au secheur 31 ou a la source d'air sous pression de 
maniere a reduire les pertes thermiques. 

La sortie du secheur 31 est egalement raccordee 
a Tentree 17 reliee a la chambre annulaire 16 pour 20 
alimenter celle-ci en air sec sous pression.Eventuel- 
lement, si Ton souhaite en outre eviter les problemes 
dus a I'electricite statique, il est possible de prevoir 
un dispositif d'ionisation de I'air 35 dispose en amont 
de l entree 17 qui est en mesure d'ioniser I'air de 25 
fa<?on appropriee. 

Dans un exemple typique, une machine equipee 
d'un dispositif conforme a invention permet de 
tester des plaques semi-conductrices ayant des 
diametres compris entre 75 et 150 mm, sous des 30 
temperatures comprises entre -65° C et +210°C, 
avec une precision de ± 1°C sur la temperature ; la 
stabilite de la temperature de la plaque semi- 
conductrice au cours des tests est de ± 0,5° C et la 
repetabilite de la temperature de cette plaque est de 35 
± 0.5° C. 

Comme il va de soi et comme il resulte d'ailleurs 
deja de ce qui precede, invention ne se limite 
nullement a ceux de ses modes d'application et de 
realisation qui ont ete plus particulierement envl- 40 
sages ; elle en embrasse, au contraire, toutes tes 
variantes. 



Revendications 45 

1. Dispositif (1) pour, par simple contact, 
supporter et maintenir en position une piece et 
porter celle-ci a une temperature souhaitee 
negative ou positive, le maintien de la piece 50 
s'effectuant par effet de depression, caracte- 
rise en ce qu'ii comprend : 

- un plateau (2) en un materiau thermiquement 
bon conducteur et presentant une face super- 
ieure (7) apte a recevoir la piece precitee, cette 55 
face possedant au moins une gorge (8) en 
communication avec un conduit (9, 10) de 
raccordement avec une source de gaz en 
depression, 

- un ensemble d'enceintes (15) prevues dans le 60 
plateau (2) et approximativement paralleles les 

unes aux autres, ces enceintes etant agencees 
pour §tre traversees respectivement par des 
flux de fluide de reglage thermique a la susdite 
temperature souhaitee positive ou negative et 65 



etant en communication avec des conduits (11) 
d'arrivee et de sortie de fluide raccordes a une 
source de fluide de reglage thermique, 
- et une chambre peripherique (16) entourant le 
plateau (2) et contenant un gaz sec sous 
pression, ladite chambre peripherique compor- 
tant un conduit de raccordement (17) a une 
source d'air sec sous pression et des moyens 
de sortie (18) repartis sur le pourtour du 
plateau, debouchant au niveau du plateau et 
orientes vers le centre du plateau de maniere 
que le gaz sec soit dirige au-dessus de la 
surface du plateau et sur la piece supportee par 
celui-ci afin d'empecher la formation de 
condensation et de givre pour des tempera- 
tures basses. 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracte- 
rise en ce que les enceintes (15) sont fermees 
sur elies-memes, concentriques et alimentees 
en paralleles. 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracte- 
rise en ce que des conduits (11) d'arrivee et de 
sortie du fluide de reglage thermique s'eten- 
dent sous les enceintes (15) et communiquent 
par des passages respectifs (12) avec lesdites 
enceintes (15). 

4. Dispositif selon la revendication 3, caracte- 
rise en ce que les conduits (11) d'arrivee et de 
sortie du fluide de reglage thermique sont 
raccordes aux enceintes annulaires (15) de 
maniere telle que ce fluide circule dans des 
sens opposes dans deux enceintes (15) conti- 
gues. 

5. Dispositif selon Tune queiconque des 
revendications 2 a 4, characterise en ce que les 
enceintes (15) possedent des sections trans- 
versales differentes et croissantes en fonction 
de leur eloignement du centre du plateau (2). 

6. Dispositif selon I'une queiconque des 
revendications 1 a 5, caracterise en ce que le 
plateau (2) est en un materiau electriquement 
bon conducteur et est raccorde a une masse 
electrique. 

7. Dispositif selon la revendication 6, caracte- 
rise en ce que le plateau (2) est massif en 
cuivre, en un alliage de cuivre, ou en aluminium. 

8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7, 
caract6rise en ce que la face superieure (7) du 
plateau (2) est munie d'un revetement en or. 

9. Dispositif selon Tune queiconque des 
revendications 1 a 8, caracterise en ce que la 
face superieure (7) du plateau (2) est munie de 
plusieurs gorges (8) s'etendant respectivement 
selon des contours ferm6s ou presque fermes 
et raccordees Independamment les unes des 
autres a une source de fluide. 

10; Dispositif selon Tune queiconque des 
revendications 1 a 9, caracterise en ce que le 
plateau (2) est de forme generate ronde, en ce 
que les gorges (8) s'etendent selon des 
contours circulaires fermes ou presque fermes 
sensiblement concentriques et en ce que les 
enceintes (15) sont annulaires et concentri- 
ques. 

11. Dispositif selon Tune queiconque des 
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revendications 1 a 10, caracterise en ce que les 
divers conduits precites (10, 11. 17) sont 
creuses au sein du plateau (2) et sont re- 
groupes au voisinage les uns des autres. 

12. Dispositif selon I'une quelconque des 5 
revendications 1 a 11, caracterise en ce qu'il 
comprend un carter (3) en forme de cuvette 
supportant le plateau (2), en ce que des 
moyens de support et de positionnement en un 
materiau thermiquement et electriquement iso- 10 
lant sont interposes, entre le carter et le plateau 

de maniere qu'il n'y ait pas de contact entre le 
carter et le plateau, et en ce que la chambre 
peripherique (16) est supportee par le carter 
(3). 15 

13. Dispositif selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 12, caracterise en ce qu'il 
comporte un couvercle annulaire evide centra- 
lement qui coiffe le plateau et qui est configure 

pour contribuer a diriger le gaz sec sous 20 
pression vers la surface superieure (7) du 
plateau (2). 

14. Dispositif selon la revendication 12 ou 13, 
caracterise en ce que la face inferieure (6) du 
carter (3) est rectifiee de maniere telle qu'elle 25 
puisse constituer une reference de positionne- 
ment vertical de la surface superieure (7) du 
plateau (2). 

15. Dispositif selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 14, caracterise en ce qu'il 30 
comporte, en au moins une zone de sa 
peripherie, un echangeur thermique (20) par- 
couru par un f luide froid ou chaud et constituant 

un capteur de I'humidite contenue dans Pair 
avoisinant le plateau (2) . 35 

16. Appareillage ou machine pour le test de 
plaques de circuits semi-conducteurs, caracte- 
ris6 en ce qu'il inclut un dispositif (1) selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 15. 

17. Appareillage selon la revendication 16, 40 
caracterise en ce que le dispositif (1) est 
monte a pivotement autour d'un axe central (4) 

et est mobile selon trois axes de deplacement 
mutuellement orthogonaux de maniere que 
chaque circuit semi-conducteur (22) de la 45 
plaque (23) puisse etre amene sous une tete de 
contact (25) fixe. 

18. Appareillage selon la revendication 16 ou 
17, caracterise en ce qu'il comporte une unite 

de fourniture de fluide de reglage de tempera- 50 
ture porte a une temperature souhaitee, cette 
unite compbrtant un bloc (32) de refrigeration 
de fluide abaissant la temperature du fluide a la 
temperature mtnimale de fonctionnement de 
I'appareillage, puis un bloc (33) de rechauffe- 55 
ment de fluide agence pour rechauffer le fluide 
jusqu'a une temperature preselectionnable. 

19. Appareillage selon la revendication 18, 
caracterise en ce que la temperature est 
selectionnable entre -65° C et + 21 0° C. 60 

20. Appareillage selon Tune quelconque des 
revendications 16 a 19, caracterise en ce qu'il 
comporte en outre une unite de fourniture d'un 
gaz sec incluant un bioc de sechage de gaz 

(31). 65 



21. Appareillage selon la revendication 20, 
caracterise en ce qu'en aval du bloc de sechage 
de gaz est prevu un bloc (35) d'ionisation du 
gaz sec. 

22. Appareillage selon les revendications 18 a 
20, caracterise en ce que le fluide de reglage de 
temperature est un gaz qui est le meme que le 
gaz sec de degivrage et en ce qu'avant de 
parvenir au bloc de refrigeration, le gaz traverse 
le bloc de sechage (31). 
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